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ICL8038BN DIP-14 ICL8038B EES 1000pcs/&

ICL8038AN DIP-14 ICL8038A EES 1000pcs/&

ICL8038M/TR SOP-14 ICL8038 Y 2500pcs/£%

ICL8038BM/TR SOP-14 ICL8038B Y 2500pcs/£%

ICL8038AM/TR SOP-14 ICL8038A fRo 2500pcs/#%

ICL8038MT/TR TSSOP-14 ICL8038 fR 2500pcs/2

ICL8038BMT/TR TSSOP-14 ICL8038B Y 2500pcs

ICL8038AMT/TR TSSOP-14 ICL8038A Y 2500pcs/£%
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Dimensions In Millimeters(DIP-14)

Symbol: A B D D1 E L L1 a (o d
Min: 6.10 18.94 8.10 7.42 3.10 0.50 3.00 1.50 0.40
2.54 BSC
Max: 6.68 19.56 10.9 7.82 3.55 0.70 3.60 1.55 0.50
SOP-14
Q
B fW
HHH8HHE il
© 0
Al
i
t HHHEBDD ~
| a | b 0. 25
Dimensions In Millimeters(SOP-14)
Symbol: A A1 B C C1 D Q a b
Min: 1.35 0.05 8.55 5.80 3.80 0.40 0° 0.35
1.27 BSC
Max: 1.55 0.20 8.75 6.20 4.00 0.80 8° 0.45
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Dimensions In Millimeters(TSSOP-14)

Symbol: A A1 B C C1 D Q a b
Min: 0.85 0.05 4.90 6.20 4.30 0.40 0° 0.20

0.65BSC
Max: 0.95 0.20 5.10 6.60 4.50 0.80 8° 0.25
http://www.hgsemi.com.cn 16/18 2014 JUN

Downloaded From | Oneyac.com



http://www.hgsemi.com.cn/
https://www.oneyac.com

[ HGSEMi

HuaGuan Semiconductor

ICL8038

&1 sk
HHA BERE i)
2014-6-15 iET 1-18
2023-11-10 AREFHEAL 1-18
http://www.hgsemi.com.cn 17/18 2014 JUN

Downloaded From | Oneyac.com



http://www.hgsemi.com.cn/
https://www.oneyac.com

«®
HGSmEIdV” ICL8038

BEFER:

LB SAMREARZ B E NI @RS, EREIERMRREMIEXER, FROXEEERERMETEN, EuFSHY
BRI A AR @RS,

EREEREBE SR T RARITIENSIENEREETRENEFRNZ 2B, SSETRBLUTEEE: $IIERIRNAEE
BEMNEEFSEm, ’it. WIEFFLEONA, BREONAFHEEMTEUR T URMES, RRGEMER. LIBREEXNRIESE
ABRESMFHRKIERAIRE,

LBHSAFRBARIRGEDIT. FE. NENMAFTINAZIFA, LE+FSRERAE REX LS BEMNER, EERSBSHX
e EBIE PSS E BRI — BRI SR (. IRKHRERS BITARIE, SEBHFSHEX, ERSFMEUANNEROEEF SEEREMEES
=

LBHSEREFFSEF IR ERART I RELE (BEMER) . RItRER (8F2%FRit) | LAsEMRITRN. WETA,
ZEEEMEMER, MRUERKERIEE MU E@RRERIER, WRAEMRSENRARNERARRT 28+ SANRERIETER, &
PR FTE S HUIFHEN,

LB SARRIAEE R, BN X LR RBT AR ER AR RO, SN ERETUEMEH SAEIIRF I HE =550
IR, PEMRERRETEMENSRT, SNEEEREXERFIERTNEEFSAREREERNEURG. RE. AR, REM
1555, BHSEMUEAR AR,

http://www.hgsemi.com.cn 18/18 2014 JUN

Downloaded From | Oneyac.com


http://www.hgsemi.com.cn/
https://www.oneyac.com

B NE AR EN, AT, SRR A ISR E B

Downloaded From | Oneyac.com


https://www.oneyac.com/brand/7232.html
https://www.oneyac.com

	ICL8038 精密波形发生器/电压控制振荡器
	特性
	产品订购信息
	概述
	管脚排列图
	功能框图
	绝对最大值
	推荐工作条件
	电参数说明 
	测试条件
	测试电路图
	原理图
	应用说明（见功能框图）
	时序波形
	降低失真度
	选择 RA,RB 和 C 
	电平控制波形输出和电源供电
	频率调制和扫描
	典型应用
	相位锁存循环的应用
	名词定义
	修订历史
	华冠半导体保留未经通知更改所提供的产品和服务。客户在订货前应获取最新的相关信息，并核实这些信息是否最
	客户在使用华冠半导体产品进行系统设计和整机制造时有责任遵守安全标准并采取安全措施。您将自行承担以下全
	华冠半导体产品未获得生命支持、军事、航空航天等领域应用之许可，华冠半导体将不承担产品在这些领域应用造
	华冠半导体所生产半导体产品的性能提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或
	华冠半导体的文档资料，授权您仅可将这些资源用于研发本资料所述的产品的应用。您无权使用任何其他华冠半导


	>>HGSEMI(华冠)

